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【57】申請專利範圍
1.　一種雙極性電晶體裝置，其係包含： 一基板； 至少一第一電晶體單元，包含： 一第一
摻雜井區，其為第一導電型，該第一摻雜井區設於該基板中； 至少一第一鰭式結構，包
含： 複數第一摻雜鰭，其係均勻設於該第一摻雜井區中，並沿第一方向設置，每一該第
一摻雜鰭具有一第一摻雜區與二第一重摻雜區，該第一摻雜區為該第一導電型，該些第

一重摻雜區為第二導電型，每一該第一摻雜區設於其對應之該二第一重摻雜區之間，該

些第一摻雜區與該些第一重摻雜區設於該第一摻雜井區中，並從該基板之表面上凸出；

以及 一第一閘極帶，設於該些第一摻雜區之頂部與側壁及該基板之該表面上，並沿與該
第一方向相交之第二方向設置，且該第一閘極帶為浮接；以及 至少一第二鰭式結構，包
含： 複數第二摻雜鰭，其係均勻設於該第一摻雜井區中，並沿該第一方向設置，每一該
第二摻雜鰭具有一第二摻雜區與二第二重摻雜區，該第二摻雜區為該第一導電型，該些

第二重摻雜區為該第二導電型，每一該第二摻雜區設於其對應之該二第二重摻雜區之

間，該些第二摻雜區與該些第二重摻雜區設於該第一摻雜井區中，並從該基板之該表面

上凸出；以及 一第二閘極帶，設於該些第二摻雜區之頂部與側壁及該基板之該表面上，
並沿該第二方向設置，且該第二閘極帶為浮接，該些第一重摻雜區、該些第二重摻雜區

與該第一摻雜井區形成複數第一雙載子接面電晶體，該些第一重摻雜區連接一高電壓

端，該些第二重摻雜區連接一低電壓端，該高電壓端與該低電壓端之電壓對該些第一雙

載子接面電晶體進行偏壓，以產生複數第一靜電放電（ESD）電流來通過該些第一雙載
子接面電晶體。

2.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一導電型為 P型時，該第二導電型為 N
型，該第一導電型為 N型時，該第二導電型為 P型。

3.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第二方向垂直該第一方向。
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4.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一鰭式結構更包含二第一接觸電極，其
係分別設於位於該些第一摻雜區之相異二側之該些第一重摻雜區之頂部與側壁及該基板

之該表面上，並沿該第二方向設置，該些第一重摻雜區透過該些第一接觸電極連接該高

電壓端；以及該第二鰭式結構更包含二第二接觸電極，其係分別設於位於該些第二摻雜

區之相異二側之該些第二重摻雜區之頂部與側壁及該基板之該表面上，並沿該第二方向

設置，該些第二重摻雜區透過該些第二接觸電極連接該低電壓端。

5.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一閘極帶與該第二閘極帶之材質為多晶
矽。

6.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一鰭式結構之數量為複數個，該第二鰭
式結構之數量為複數個，該些第一鰭式結構與該些第二鰭式結構為交替式設置。

7.　如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一鰭式結構之數量為二，該第一電晶體
單元更包含一第一摻雜區域，該第一摻雜區域為第二導電型，該第一摻雜區域設於該第

一摻雜井區中，該第二鰭式結構設於該些第一鰭式結構之間，該些第二重摻雜區與該些

第二摻雜區設於該第一摻雜區域中，該第二閘極帶設於該些第一閘極帶之間，且該第二

閘極帶連接該些第一閘極帶。

8.　如請求項 7所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一摻雜區域為摻雜井區。
9.　如請求項 7所述之雙極性電晶體裝置，更包含至少一第二電晶體單元，該第一電晶體單
元之數量為二，該第二電晶體單元更包含： 一第二摻雜井區，其係為該第二導電型，該
第二摻雜井區設於該基板中； 一第二摻雜區域，其係為該第一導電型，該第二摻雜區域
設於該第二摻雜井區中； 二第三鰭式結構，每一該第三鰭式結構更包含： 複數第三摻雜
鰭，其係均勻設於該第二摻雜井區中，並沿該第一方向設置，每一該第三摻雜鰭具有一

第三摻雜區與二第三重摻雜區，該第三摻雜區為該第二導電型，該些第三重摻雜區為該

第一導電型，每一該第三摻雜區設於其對應之該二第三重摻雜區之間，該些第三摻雜區

與該些第三重摻雜區設於該第二摻雜井區中，並從該基板之該表面上凸出，該些第三重

摻雜區連接該低電壓端；以及 一第三閘極帶，設於該些第三摻雜區之頂部與側壁及該基
板之該表面上，並沿該第二方向設置，且該第三閘極帶為浮接；以及 一第四鰭式結構，
包含： 複數第四摻雜鰭，其係均勻設於該第二摻雜區域中，並沿該第一方向設置，每一
該第四摻雜鰭具有一第四摻雜區與二第四重摻雜區，該第四摻雜區為該第一導電型，該

些第四重摻雜區為該第二導電型，每一該第四摻雜區設於其對應之該二第四重摻雜區之

間，該些第四摻雜區與該些第四重摻雜區設於該第二摻雜區域中，並從該基板之該表面

上凸出，該些第四重摻雜區連接該高電壓端；以及 一第四閘極帶，設於該些第四摻雜區
之頂部與側壁及該基板之該表面上，並沿該第二方向設置，且該第四閘極帶為浮接，該

第四閘極帶設於該些第三閘極帶之間，該第四閘極帶連接該些第三閘極帶，該些第三重

摻雜區、該些第四重摻雜區、該第二摻雜區域與該第二摻雜井區形成複數第二雙載子接

面電晶體，該高電壓端與該低電壓端之該電壓對該些第二雙載子接面電晶體進行偏壓，

以產生複數第二靜電放電（ESD）電流來通過該些第二雙載子接面電晶體，又該些第一
摻雜井區與該第二摻雜井區呈交替式鄰接，該些第一摻雜區域與該第二摻雜區域呈交替

式鄰接。

10.   如請求項 9所述之雙極性電晶體裝置，其中該第三鰭式結構更包含二第三接觸電極，其
係分別設於位於該些第三摻雜區之相異二側之該些第三重摻雜區之頂部與側壁及該基板

之該表面上，並沿該第二方向設置，該些第三重摻雜區透過該些第三接觸電極連接該低

電壓端；以及該第四鰭式結構更包含二第四接觸電極，其係分別設於位於該些第四摻雜

區之相異二側之該些第四重摻雜區之頂部與側壁及該基板之該表面上，並沿該第二方向

設置，該些第四重摻雜區透過該些第四接觸電極連接該高電壓端。

(2)
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11.   如請求項 9所述之雙極性電晶體裝置，其中該第三閘極帶與該第四閘極帶之材質為多晶
矽。

12.   如請求項 9所述之雙極性電晶體裝置，其中該第二摻雜區域為摻雜井區。
13.   如請求項 9所述之雙極性電晶體裝置，其中該第一電晶體單元之數量為複數個，該第二

電晶體單元之數量為複數個，且每一該第二電晶體單元對應二該第一電晶體單元。

14.   如請求項 1所述之雙極性電晶體裝置，其中該基板為半導體基板。
圖式簡單說明

第 1圖為本發明之雙極性電晶體裝置之第一實施例的電路佈局示意圖。 第 2圖為本發明
之雙極性電晶體裝置之沿第 1圖之 A-A’線的結構剖視圖。 第 3圖為本發明之雙極性電晶體
裝置之沿第 1圖之 B-B’線的結構剖視圖。 第 4圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 1圖
之 C-C’線的結構剖視圖。 第 5圖為本發明之雙極性電晶體裝置之第一實施例之一等效電路
示意圖。 第 6圖為本發明之雙極性電晶體裝置之第一實施例之另一等效電路示意圖。 第 7圖
為本發明之雙極性電晶體裝置之第二實施例的電路佈局示意圖。 第 8圖為本發明之雙極性電
晶體裝置之第三實施例的電路佈局示意圖。 第 9圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 8圖
之 D-D’線的結構剖視圖。 第 10圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 8圖之 E-E’線的結
構剖視圖。 第 11圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 8圖之 F-F’線的結構剖視圖。 第
12圖為本發明之雙極性電晶體裝置之第三實施例之一等效電路示意圖。 第 13圖為本發明之
雙極性電晶體裝置之第三實施例之另一等效電路示意圖。 第 14圖為本發明之雙極性電晶體
裝置之第四實施例的電路佈局示意圖。 第 15圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 14圖之
G-G’線的結構剖視圖。 第 16圖為本發明之雙極性電晶體裝置之沿第 14圖之 H-H’線的結
構剖視圖。
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